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(57)【要約】
【課題】コアレス基板等のプリント配線板を低コスト且つ良好な製造効率で作製すること
が可能なキャリア付銅箔を提供する。
【解決手段】金属キャリアの両方の表面に、それぞれ中間層及び銅層をこの順に備えたキ
ャリア付銅箔であり、接触式粗さ計で測定して得られる十点平均粗さＲｚについて、一方
の表面と他方の表面との差の絶対値が１．０μｍ以下であるキャリア付銅箔。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属キャリアの両方の表面に、それぞれ中間層及び銅層をこの順に備えたキャリア付銅
箔であり、接触式粗さ計で測定して得られる十点平均粗さＲｚについて、一方の表面と他
方の表面との差の絶対値が１．０μｍ以下であるキャリア付銅箔。
【請求項２】
　非接触式粗さ計で測定して得られる粗度Ｓｚについて、一方の表面と他方の表面との差
の絶対値が１．０μｍ以下である請求項１に記載のキャリア付銅箔。
【請求項３】
　金属キャリアの両方の表面に、それぞれ中間層及び銅層をこの順に備えたキャリア付銅
箔であり、非接触式粗さ計で測定して得られる粗度Ｓｚについて、一方の表面と他方の表
面との差の絶対値が１．０μｍ以下であるキャリア付銅箔。
【請求項４】
　前記キャリア付銅箔の両方の表面の銅層側にそれぞれ樹脂基材を積層後、前記両方の表
面の銅層からそれぞれ前記金属キャリアを引き剥がし、前記樹脂基材側に積層された銅層
をそれぞれ全面エッチングして除去し、前記樹脂基材のエッチング面の黒色面積率をそれ
ぞれ測定した際、一方の樹脂基材の表面と他方の樹脂基材の表面の黒色面積率との差の絶
対値が１０％以下である請求項１～３のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項５】
　金属キャリアの両方の表面に、それぞれ中間層及び銅層をこの順に備えたキャリア付銅
箔であり、
　前記キャリア付銅箔の両方の表面の銅層側にそれぞれ樹脂基材を積層後、前記両方の表
面の銅層からそれぞれ前記金属キャリアを引き剥がし、前記樹脂基材側に積層された銅層
をそれぞれ全面エッチングして除去し、前記樹脂基材のエッチング面の黒色面積率をそれ
ぞれ測定した際、一方の樹脂基材の表面と他方の樹脂基材の表面の黒色面積率との差の絶
対値が１０％以下であるキャリア付銅箔。
【請求項６】
　前記金属キャリアの両方の表面に設けられた銅層が、それぞれ５μｍ以下の極薄銅層で
ある請求項１～５のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項７】
　前記金属キャリアの両方の表面に設けられた銅層の表面に、それぞれ粗化処理層が設け
られている請求項１～６のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項８】
　前記粗化処理層が、銅、ニッケル、コバルト、リン、タングステン、ヒ素、モリブデン
、クロム及び亜鉛からなる群から選択されたいずれかの単体又はいずれか１種以上を含む
合金からなる層である請求項７に記載のキャリア付銅箔。
【請求項９】
　前記粗化処理層の表面に、耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング
処理層からなる群から選択された１種以上の層を有する請求項７又は８に記載のキャリア
付銅箔。
【請求項１０】
　前記耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から
選択された１種以上の層の上に樹脂層を備える請求項９に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１１】
　前記粗化処理層の表面に樹脂層を備える請求項７又は８に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１２】
　前記樹脂層が誘電体を含む請求項１０又は１１に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１３】
　コアレス基板製造用である請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔。
【請求項１４】
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　請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔を用いて製造した銅張積層板。
【請求項１５】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔と樹脂層とを有する積層体。
【請求項１６】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔を用いて製造したプリント配線
板。
【請求項１７】
　請求項１３に記載のキャリア付銅箔を用いて製造したコアレス基板。
【請求項１８】
　請求項１６に記載のプリント配線板又は請求項１７に記載のコアレス基板を用いた電子
機器。
【請求項１９】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅層側
表面にそれぞれ絶縁基板を積層する工程、
　前記一方または両方の銅層側表面にそれぞれ絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付
銅箔のキャリアを剥がす工程を経て銅張積層板を形成し、
　その後、セミアディティブ法、サブトラクティブ法、パートリーアディティブ法又はモ
ディファイドセミアディティブ法のいずれかの方法によって、前記銅張積層板の前記銅層
に回路を形成する工程を含むコアレス基板の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅層側
表面にそれぞれ回路を形成する工程、
　前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔の前記一方または両方の銅層側表面にそ
れぞれ樹脂層を形成する工程、
　前記樹脂層を形成した後に、前記キャリアを剥離させる工程、及び、
　前記キャリアを剥離させた後に、前記一方または両方の銅層を除去することで、前記一
方または両方の銅層側表面に形成した、前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程
を含むコアレス基板の製造方法。
【請求項２１】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅層側
表面にそれぞれ回路を形成する工程、
　前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔の前記一方または両方の銅層側表面にそ
れぞれ樹脂層を形成する工程、
　前記一方または両方の銅層側表面に形成した樹脂層上にそれぞれ回路を形成する工程、
　前記一方または両方の樹脂層上にそれぞれ回路を形成した後に、前記キャリアを剥離さ
せる工程、及び、
　前記キャリアを剥離させた後に、前記一方または両方の銅層を除去することで、前記一
方または両方の銅層側表面に形成した、前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程
を含むコアレス基板の製造方法。
【請求項２２】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅層側
表面に樹脂層と回路との２層を、少なくとも１回設ける工程、及び、
　前記樹脂層及び回路の２層を形成した後に、前記キャリア付銅箔から前記一方または両
方の銅層を剥離させる工程
を含むコアレス基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリア付銅箔、銅張積層板、積層体、プリント配線板、コアレス基板、電
子機器及びコアレス基板の製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器における電子部品の高密度集積化が進んでおり、これに伴い電子部品を
搭載するパッケージ基板には、高密度配線化が求められている。このようなパッケージ基
板として、近年、コア基板を有さないコアレス基板が知られている。コアレス基板は、樹
脂材料等の誘電体層と導体層とを交互に積層したビルドアップ層を主体とし、コア基板を
省略することで高密度配線化を可能としている。
【０００３】
　コアレス基板製造用のスタート材料として、特許文献１には、プリプレグキャリア付金
属箔が開示されている。ここで、プリプレグ（Ｐｒｅｐｒｅｇ）とは、一般に、合成樹脂
板、ガラス板、ガラス不織布、紙などの基材に合成樹脂を含浸させて得た誘電材である。
特許文献１に開示されたプリプレグキャリア付金属箔は、このプリプレグを支持体とし、
当該プリプレグの両表面に金属箔を積層して構成されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、樹脂基板、樹脂シート及び銅箔を積層して構成されたコアレス
基板製造用のスタート材料が開示されている。また、特許文献２では、コアレス基板製造
時の補強のため、耐熱性樹脂板や繊維強化樹脂板等の補強板の両面に樹脂シートを真空ラ
ミネートによって形成し、更にその上に互いに剥離可能な銅箔２枚を配置したスタート材
料が使用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４８０５３０４号公報
【特許文献２】特開２００６－３３２１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１では、原材料としてプリプレグを使用するためコストがかか
り、更に、コアレス基板の製造において、プリプレグと金属箔とを積層するプロセスが必
要となるため、生産効率が低下し、工費も高くなるという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献２では、スタート材料として複数の原材料を使用し、更に、それらをラ
ミネート等により作製するため、特許文献１と同様に原材料コストや工費がかさみ、生産
効率の低下が避けられないという問題がある。
【０００８】
　本発明は、コアレス基板を低コスト且つ良好な製造効率且つ同等の品質で作製すること
が可能なキャリア付銅箔を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明者らは鋭意研究を重ねたところ、両表面に銅層を設け
たキャリア付銅箔において、両表面における所定の表面形態の差を制御することで、当該
キャリア付銅箔を用いたコアレス基板等のプリント配線板を低コスト且つ良好な製造効率
且つ同等の品質で作製することが可能となることを見出した。
【００１０】
　本発明は上記知見を基礎として完成したものであり、一側面において、金属キャリアの
両方の表面に、それぞれ中間層及び銅層をこの順に備えたキャリア付銅箔であり、接触式
粗さ計で測定して得られる十点平均粗さＲｚについて、一方の表面と他方の表面との差の
絶対値が１．０μｍ以下であるキャリア付銅箔である。
【００１１】
　本発明は別の一側面において、非接触式粗さ計で測定して得られる粗度Ｓｚについて、
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一方の表面と他方の表面との差の絶対値が１．０μｍ以下であるキャリア付銅箔である。
【００１２】
　本発明は更に別の一側面において、金属キャリアの両方の表面に、それぞれ中間層及び
銅層をこの順に備えたキャリア付銅箔であり、非接触式粗さ計で測定して得られる粗度Ｓ
ｚについて、一方の表面と他方の表面との差の絶対値が１．０μｍ以下であるキャリア付
銅箔である。
【００１３】
　本発明は更に別の一側面において、キャリア付銅箔の両方の表面の銅層側にそれぞれ樹
脂基材を積層後、前記両方の表面の銅層からそれぞれ前記金属キャリアを引き剥がし、前
記樹脂基材側に積層された銅層をそれぞれ全面エッチングして除去し、前記樹脂基材のエ
ッチング面の黒色面積率をそれぞれ測定した際、一方の樹脂基材の表面と他方の樹脂基材
の表面の黒色面積率との差の絶対値が１０％以下であるキャリア付銅箔である。
【００１４】
　本発明は更に別の一側面において、金属キャリアの両方の表面に、それぞれ中間層及び
銅層をこの順に備えたキャリア付銅箔であり、前記キャリア付銅箔の両方の表面の銅層側
にそれぞれ樹脂基材を積層後、前記両方の表面の銅層からそれぞれ前記金属キャリアを引
き剥がし、前記樹脂基材側に積層された銅層をそれぞれ全面エッチングして除去し、前記
樹脂基材のエッチング面の黒色面積率をそれぞれ測定した際、一方の樹脂基材の表面と他
方の樹脂基材の表面の黒色面積率との差の絶対値が１０％以下であるキャリア付銅箔であ
る。
【００１５】
　本発明のキャリア付銅箔は一実施形態において、前記金属キャリアの両方の表面に設け
られた銅層が、それぞれ５μｍ以下の極薄銅層である。
【００１６】
　本発明のキャリア付銅箔は別の一実施形態において、前記金属キャリアの両方の表面に
設けられた銅層の表面に、それぞれ粗化処理層が設けられている。
【００１７】
　本発明のキャリア付銅箔は更に別の一実施形態において、前記粗化処理層が、銅、ニッ
ケル、コバルト、リン、タングステン、ヒ素、モリブデン、クロム及び亜鉛からなる群か
ら選択されたいずれかの単体又はいずれか１種以上を含む合金からなる層である。
【００１８】
　本発明のキャリア付銅箔は更に別の一実施形態において、前記粗化処理層の表面に、耐
熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選択され
た１種以上の層を有する。
【００１９】
　本発明のキャリア付銅箔は更に別の一実施形態において、前記耐熱層、防錆層、クロメ
ート処理層及びシランカップリング処理層からなる群から選択された１種以上の層の上に
樹脂層を備える。
【００２０】
　本発明のキャリア付銅箔は更に別の一実施形態において、前記粗化処理層の表面に樹脂
層を備える。
【００２１】
　本発明のキャリア付銅箔は更に別の一実施形態において、前記樹脂層が誘電体を含む。
【００２２】
　本発明のキャリア付銅箔は更に別の一実施形態において、コアレス基板製造用である。
【００２３】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔を用いて製造した銅張積層
板である。
【００２４】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔と樹脂層とを有する積層体
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である。
【００２５】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔を用いて製造したプリント
配線板である。
【００２６】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔を用いて製造したコアレス
基板である。
【００２７】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のプリント配線板又は本発明のコアレス基板
を用いた電子機器である。
【００２８】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅
層側表面にそれぞれ絶縁基板を積層する工程、前記一方または両方の銅層側表面にそれぞ
れ絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす工程を経て銅張積層
板を形成し、その後、セミアディティブ法、サブトラクティブ法、パートリーアディティ
ブ法又はモディファイドセミアディティブ法のいずれかの方法によって、前記銅張積層板
の前記銅層に回路を形成する工程を含むコアレス基板の製造方法である。
【００２９】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅
層側表面にそれぞれ回路を形成する工程、前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔
の前記一方または両方の銅層側表面にそれぞれ樹脂層を形成する工程、前記樹脂層を形成
した後に、前記キャリアを剥離させる工程、及び、前記キャリアを剥離させた後に、前記
一方または両方の銅層を除去することで、前記一方または両方の銅層側表面に形成した、
前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程を含むコアレス基板の製造方法である。
【００３０】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅
層側表面にそれぞれ回路を形成する工程、前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔
の前記一方または両方の銅層側表面にそれぞれ樹脂層を形成する工程、前記一方または両
方の銅層側表面に形成した樹脂層上にそれぞれ回路を形成する工程、前記一方または両方
の樹脂層上にそれぞれ回路を形成した後に、前記キャリアを剥離させる工程、及び、前記
キャリアを剥離させた後に、前記一方または両方の銅層を除去することで、前記一方また
は両方の銅層側表面に形成した、前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程を含む
コアレス基板の製造方法である。
【００３１】
　本発明は更に別の一側面において、本発明のキャリア付銅箔の前記一方または両方の銅
層側表面に樹脂層と回路との２層を、少なくとも１回設ける工程、及び、前記樹脂層及び
回路の２層を形成した後に、前記キャリア付銅箔から前記一方または両方の銅層を剥離さ
せる工程を含むコアレス基板の製造方法である。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、コアレス基板を低コスト且つ良好な製造効率且つ同等の品質で作製す
ることが可能なキャリア付銅箔を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
＜キャリア付銅箔＞
　本発明のキャリア付銅箔は、金属キャリアの両方の面に、それぞれ、中間層及び銅層を
この順に有する。本発明のキャリア付銅箔の使用方法としては、例えば両方の銅層の各表
面を紙基材フェノール樹脂、紙基材エポキシ樹脂、合成繊維布基材エポキシ樹脂、ガラス
布・紙複合基材エポキシ樹脂、ガラス布・ガラス不織布複合基材エポキシ樹脂及びガラス
布基材エポキシ樹脂、ポリエステルフィルム、ポリイミドフィルム等の絶縁基板に貼り合
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わせて熱圧着後に各金属キャリアを剥がし、絶縁基板に接着した銅層を目的とする導体パ
ターンにエッチングし、最終的にプリント配線板を製造することができる。
【００３４】
＜金属キャリア＞
　本発明の金属キャリアとしては、金属箔（合金箔を含む）を使用してもよい。金属箔と
しては銅箔、ニッケル箔、ニッケル合金箔、アルミニウム箔、アルミニウム合金箔、鉄箔
、鉄合金箔、亜鉛箔、亜鉛合金箔、ステンレス箔等を用いることができる。また、本発明
のキャリアとしては銅箔を使用することができる。銅箔は典型的には圧延銅箔や電解銅箔
の形態で提供される。電解銅箔は硫酸銅めっき浴からチタンやステンレスのドラム上に銅
を電解析出して製造され、圧延銅箔は圧延ロールによる塑性加工と熱処理を繰り返して製
造する。銅箔の材料としてはタフピッチ銅（ＪＩＳ　Ｈ３１００　合金番号Ｃ１１００）
や無酸素銅（ＪＩＳ　Ｈ３１００　合金番号Ｃ１０２０）といった高純度の銅の他、例え
ばＳｎ入り銅、Ａｇ入り銅、Ｃｒ、Ｚｒ又はＭｇ等を添加した銅合金、Ｎｉ及びＳｉ等を
添加したコルソン系銅合金のような銅合金も使用可能である。なお、本明細書において用
語「銅箔」を単独で用いたときには銅合金箔も含むものとする。
【００３５】
　本発明に用いることのできるキャリアの厚さについても特に制限はないが、コアレス基
板を作製するためのキャリアとしての役目を果たす上で適した厚さに適宜調節すればよく
、例えば１２μｍ以上とすることができる。ここで、コアレス基板を作製するためのスタ
ート材料として十分な剛性、すなわち、厚みを有する方が好ましいが、厚すぎると原料コ
スト、生産コストが高くなるので本工法には１０００μｍ以下とするのが好ましい。従っ
て、キャリアの厚みは典型的には１２～１０００μｍであり、より典型的には１８～５０
０μｍであり、より典型的には３５～３００μｍである。一方で、キャリアの厚みが小さ
い場合には、キャリアの通箔の際に折れシワが発生しやすい。折れシワの発生を防止する
ため、例えばキャリア付銅箔製造装置の搬送ロールを平滑にすることや、搬送ロールと、
その次の搬送ロールとの距離を短くすることが有効である。なお、コアレス工法、コアレ
ス工法を使用した埋め込み工法（エンベッティド法（Ｅｎｂｅｄｄｅｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
））にキャリア付銅箔が用いられる場合には、該銅箔の剛性が高いことが必要である。そ
のため、埋め込み工法に用いる場合には、キャリアの厚みは１８μｍ以上３００μｍ以下
であることが好ましく、２５μｍ以上３００μｍ以下であることが好ましく、３５μｍ以
上３００μｍ以下であることが好ましく、７０μｍ以上３００μｍ以下であることが更に
より好ましい。
【００３６】
　本発明のキャリアとして電解銅箔を用いる場合、当該キャリアは以下の条件で、硫酸銅
めっき浴からチタンやステンレスの電解ドラム上に平滑性の高い銅を電解析出し、両面平
滑な電解銅箔を製造する。
　＜電解液組成＞
　　銅：８０～１２０ｇ／Ｌ
　　硫酸：８０～１２０ｇ／Ｌ
　　塩素：３０～１００ｐｐｍ
　　レベリング剤１（ビス（３スルホプロピル）ジスルフィド）：１０～３０ｐｐｍ
　　レベリング剤２（アミン化合物）：１０～３０ｐｐｍ
　　電解液温度：５０～６５℃
　　電解時間：０．５～１０分間（析出させる銅厚、電流密度により調整）
　　電流密度：７０～１００Ａ／ｄｍ2

　　電解液線速：１．５～５ｍ／ｓｅｃ
　なお、本発明に用いられる、電解、表面処理又はめっき等に用いられる処理液の残部は
特に明記しない限り水である。
　上記のアミン化合物には以下の化学式のアミン化合物を用いることができる。
【００３７】
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（上記化学式中、Ｒ1及びＲ2はヒドロキシアルキル基、エーテル基、アリール基、芳香族
置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものである。
）
【００３８】
　また、このとき用いる電解ドラムは、表面のスジ状の凹部の平均深さの最大値が２．０
μｍ以下である。電解ドラムの表面のスジ状の凹部の平均深さの最大値は１．８μｍ以下
であるのが好ましく、１．６μｍ以下であるのがより好ましく、１．４μｍ以下であるの
が更により好ましく、１．２μｍ以下であるのが更により好ましく、１．０μｍ以下であ
るのが更により好ましい。上記「スジ状の凹部」は、電解ドラムの表面において所定方向
に伸びて長さ２００μｍ以上のスジ状になっている凹部を云う。表面のスジ状の凹部の平
均深さの最大値の下限は特に限定する必要は無いが、典型的には０．００１μｍ以上、あ
るいは０．００５μｍ以上、あるいは０．０１μｍ以上である。
　上記スジ状の凹部は電解ドラム表面の研磨スジに起因するものであるため、当該電解ド
ラムの表面のスジ状の凹部の平均深さは、電解ドラム表面を、番手１０００～５０００の
研削砥石を用いた研削、バフ研磨仕上げ、又は、鏡面研磨することによって制御すること
ができる。研削砥石の回転数は５００～２０００ｒｐｍとするのが好ましい。
【００３９】
　本発明のキャリアとして圧延銅箔を用いる場合、仕上げ圧延ロール後に、圧延銅箔の表
面を、番手＃６０００～８０００のバフ研磨材粒度のバフを用いたバフ研磨仕上げ、又は
、鏡面研磨することが好ましい。バフの回転数は２００～３５０ｒｐｍとするのが好まし
い。
【００４０】
　本発明のキャリア付銅箔は、上述の表面を有する電解ドラム、又は、バフ研磨をキャリ
アの両表面に行うことによって、後述のように、接触式粗さ計で測定して得られる十点平
均粗さＲｚについて一方の表面と他方の表面との差の絶対値を１．０μｍ以下、非接触式
粗さ計で測定して得られる粗度Ｓｚについて一方の表面と他方の表面との差の絶対値を１
．０μｍ以下、又は、黒色面積率について一方の表面と他方の表面との差の絶対値を１０
％以下に制御することができる。
【００４１】
＜中間層＞
　本発明で用いる中間層は、キャリア付銅箔が絶縁基板への積層工程前にはキャリアから
極薄銅層が剥離し難い一方で、絶縁基板への積層工程後にはキャリアから極薄銅層が剥離
可能となるような構成であれば特に限定されない。例えば、本発明のキャリア付銅箔の中
間層はＣｒ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｐ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｚｎ、これらの合金
、これらの水和物、これらの酸化物、有機物からなる群から選択される一種又は二種以上
を含んでも良い。また、中間層は複数の層であっても良い。キャリアと中間層との間に他
の層を設けてもよい。
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　また、例えば、中間層はキャリア側からＣｒ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｐ
、Ｃｕ、Ａｌ、Ｚｎで構成された元素群から選択された一種の元素からなる単一金属層、
或いは、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｐ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｚｎで構成された
元素群から選択された一種又は二種以上の元素からなる合金層を形成し、その上にＣｒ、
Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｐ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｚｎで構成された元素群から選択
された一種又は二種以上の元素の水和物または酸化物からなる層を形成することで構成す
ることができる。
　また、例えば、中間層は、キャリア上に、ニッケル、ニッケル－リン合金又はニッケル
－コバルト合金と、クロムとがこの順で積層されて構成することができる。ニッケルと銅
との接着力はクロムと銅の接着力よりも高いので、極薄銅層を剥離する際に、極薄銅層と
クロムとの界面で剥離するようになる。また、中間層のニッケルにはキャリアから銅成分
が極薄銅層へと拡散していくのを防ぐバリヤー効果が期待される。中間層におけるニッケ
ルの付着量は好ましくは１００μｇ／ｄｍ2以上４００００μｇ／ｄｍ2以下、より好まし
くは１００μｇ／ｄｍ2以上４０００μｇ／ｄｍ2以下、より好ましくは１００μｇ／ｄｍ
2以上２５００μｇ／ｄｍ2以下、より好ましくは１００μｇ／ｄｍ2以上１０００μｇ／
ｄｍ2以下であり、中間層におけるクロムの付着量は５μｇ／ｄｍ2以上１００μｇ／ｄｍ
2以下であることが好ましい。
【００４２】
＜銅層＞
　中間層の上には銅層を設ける。中間層と銅層との間には他の層を設けてもよい。銅層は
、硫酸銅、ピロリン酸銅、スルファミン酸銅、シアン化銅等の電解浴を利用した電気めっ
きにより形成することができ、高電流密度での銅箔形成が可能であることから硫酸銅浴が
好ましい。金属キャリアの両方の表面に設けられた当該銅層の厚みは、一般的にはキャリ
アよりも薄く、例えば７０μｍ以下、典型的には０．５～３５μｍ、より典型的には１～
１８μｍである。また、銅層は、例えば５μｍ以下、典型的には０．５～５μｍ、より典
型的には１．５～５μｍの厚みの極薄銅層であってもよい。
【００４３】
　本発明のキャリア付銅箔は、キャリアの両表面に設ける銅層を平滑な銅層となるような
条件で設けると、後述のように、接触式粗さ計で測定して得られる十点平均粗さＲｚにつ
いて一方の表面と他方の表面との差の絶対値を１．０μｍ以下、非接触式粗さ計で測定し
て得られる粗度Ｓｚについて一方の表面と他方の表面との差の絶対値を１．０μｍ以下、
又は、黒色面積率について一方の表面と他方の表面との差の絶対値を１０％以下に制御す
ることができる。このような平滑な極薄銅層としては、例えば、下記の条件により形成す
ることができる。
　銅濃度：３０～１２０ｇ／Ｌ
　Ｈ2ＳＯ4濃度：２０～１２０ｇ／Ｌ
　ビス（３スルホプロピル）ジスルフィド－濃度：１０～１００ｐｐｍ
　３級アミン化合物：１０～１００ｐｐｍ
　塩素：１０～１００ｐｐｍ
　電解液温度：２０～８０℃
　電流密度：１０～１００Ａ／ｄｍ2

　なお、前述の３級アミン化合物として以下の化合物を用いることができる。
【００４４】
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（上記化学式中、Ｒ1及びＲ2はヒドロキシアルキル基、エーテル基、アリール基、芳香族
置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものである。
ここでは、Ｒ1及びＲ2は共にメチル基とした。）
　上記化合物は例えばナガセケムテックス株式会社製デナコール（例えばＥｘ－３１４）
とジアルキルアミン（例えばジメチルアミン）を所定量混合させ、６０℃で３時間反応を
行うことで得ることができる。
【００４５】
＜粗化処理及びその他の表面処理＞
　金属キャリアの両方の表面に設けられた銅層の各表面には、粗化処理を施すことで粗化
処理層を形成してもよい。但し、電解めっき槽の構造、めっき浴、めっき条件は次のよう
にする。すなわち、金属キャリア両側の銅層表面に均質な粗化粒子を施すため、金属キャ
リア両側にアノードを平行に設置し、同一の電解めっき浴を用い、同時に粗化粒子を形成
する。粗化処理は、例えば、銅又は銅合金で粗化粒子を形成することにより行うことがで
きる。粗化処理層は、ファインピッチ形成の観点から微細な粒子で構成されるのが好まし
い。粗化粒子を形成する際の電気めっき条件について、電流密度を高く、めっき液中の銅
濃度を低く、又は、クーロン量を大きくすると粒子が微細化する傾向にある。粗化処理層
は、銅、ニッケル、コバルト、リン、タングステン、ヒ素、モリブデン、クロム及び亜鉛
からなる群から選択されたいずれかの単体又はいずれか１種以上を含む合金からなる層な
どであってもよい。また、銅又は銅合金で粗化粒子を形成した後、更にニッケル、コバル
ト、銅、亜鉛の単体または合金等で二次粒子や三次粒子を設ける粗化処理を行うこともで
きる。その後に、ニッケル、コバルト、銅、亜鉛の単体または合金等で耐熱層または防錆
層を形成しても良く、更にその表面にクロメート処理、シランカップリング処理などの処
理によりクロメート処理層、シランカップリング処理層を施してもよい。なお、上述の耐
熱層、防錆層、クロメート処理層、シランカップリング処理層はそれぞれ複数の層で形成
されてもよい（例えば２層以上、３層以上など）。
　ここでクロメート処理層とは無水クロム酸、クロム酸、二クロム酸、クロム酸塩または
二クロム酸塩を含む液で処理された層のことをいう。クロメート処理層はコバルト、鉄、
ニッケル、モリブデン、亜鉛、タンタル、銅、アルミニウム、リン、タングステン、錫、
ヒ素およびチタン等の元素（金属、合金、酸化物、窒化物、硫化物等どのような形態でも
よい）を含んでもよい。クロメート処理層の具体例としては、無水クロム酸または二クロ
ム酸カリウム水溶液で処理したクロメート処理層や、無水クロム酸または二クロム酸カリ
ウムおよび亜鉛を含む処理液で処理したクロメート処理層等が挙げられる。
【００４６】
　耐熱層、防錆層としては公知の耐熱層、防錆層を用いることができる。例えば、耐熱層
および／または防錆層はニッケル、亜鉛、錫、コバルト、モリブデン、銅、タングステン
、リン、ヒ素、クロム、バナジウム、チタン、アルミニウム、金、銀、白金族元素、鉄、
タンタルの群から選ばれる１種以上の元素を含む層であってもよく、ニッケル、亜鉛、錫
、コバルト、モリブデン、銅、タングステン、リン、ヒ素、クロム、バナジウム、チタン
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、アルミニウム、金、銀、白金族元素、鉄、タンタルの群から選ばれる１種以上の元素か
らなる金属層または合金層であってもよい。また、耐熱層および／または防錆層はニッケ
ル、亜鉛、錫、コバルト、モリブデン、銅、タングステン、リン、ヒ素、クロム、バナジ
ウム、チタン、アルミニウム、金、銀、白金族元素、鉄、タンタルの群から選ばれる１種
以上の元素を含む酸化物、窒化物、珪化物を含んでもよい。また、耐熱層および／または
防錆層はニッケル－亜鉛合金を含む層であってもよい。また、耐熱層および／または防錆
層はニッケル－亜鉛合金層であってもよい。前記ニッケル－亜鉛合金層は、不可避不純物
を除き、ニッケルを５０ｗｔ％～９９ｗｔ％、亜鉛を１ｗｔ％～５０ｗｔ％含有するもの
であってもよい。前記ニッケル－亜鉛合金層の亜鉛及びニッケルの合計付着量が５～１０
００ｍｇ／ｍ2、好ましくは１０～５００ｍｇ／ｍ2、好ましくは２０～１００ｍｇ／ｍ2

であってもよい。また、前記ニッケル－亜鉛合金を含む層または前記ニッケル－亜鉛合金
層のニッケルの付着量と亜鉛の付着量との比（＝ニッケルの付着量／亜鉛の付着量）が１
．５～１０であることが好ましい。また、前記ニッケル－亜鉛合金を含む層または前記ニ
ッケル－亜鉛合金層のニッケルの付着量は０．５ｍｇ／ｍ2～５００ｍｇ／ｍ2であること
が好ましく、１ｍｇ／ｍ2～５０ｍｇ／ｍ2であることがより好ましい。耐熱層および／ま
たは防錆層がニッケル－亜鉛合金を含む層である場合、スルーホールやビアホール等の内
壁部がデスミア液と接触したときに銅箔と樹脂基板との界面がデスミア液に浸食されにく
く、銅箔と樹脂基板との密着性が向上する。
【００４７】
　例えば耐熱層および／または防錆層は、付着量が１ｍｇ／ｍ2～１００ｍｇ／ｍ2、好ま
しくは５ｍｇ／ｍ2～５０ｍｇ／ｍ2のニッケルまたはニッケル合金層と、付着量が１ｍｇ
／ｍ2～８０ｍｇ／ｍ2、好ましくは５ｍｇ／ｍ2～４０ｍｇ／ｍ2の錫層とを順次積層した
ものであってもよく、前記ニッケル合金層はニッケル－モリブデン、ニッケル－亜鉛、ニ
ッケル－モリブデン－コバルトのいずれか一種により構成されてもよい。また、耐熱層お
よび／または防錆層は、ニッケルまたはニッケル合金と錫との合計付着量が２ｍｇ／ｍ2

～１５０ｍｇ／ｍ2であることが好ましく、１０ｍｇ／ｍ2～７０ｍｇ／ｍ2であることが
より好ましい。また、耐熱層および／または防錆層は、［ニッケルまたはニッケル合金中
のニッケル付着量］／［錫付着量］＝０．２５～１０であることが好ましく、０．３３～
３であることがより好ましい。当該耐熱層および／または防錆層を用いるとキャリア付銅
箔をプリント配線板に加工して以降の回路の引き剥がし強さ、当該引き剥がし強さの耐薬
品性劣化率等が良好になる。
【００４８】
　なお、シランカップリング処理に用いられるシランカップリング剤には公知のシランカ
ップリング剤を用いてよく、例えばアミノ系シランカップリング剤又はエポキシ系シラン
カップリング剤、メルカプト系シランカップリング剤を用いてよい。また、シランカップ
リング剤にはビニルトリメトキシシラン、ビニルフェニルトリメトキシラン、γ－メタク
リロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、
４－グリシジルブチルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ
－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－３－（４－（３－ア
ミノプロポキシ）プトキシ）プロピル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、イミダ
ゾ－ルシラン、トリアジンシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン等を用い
てもよい。
【００４９】
　前記シランカップリング処理層は、エポキシ系シラン、アミノ系シラン、メタクリロキ
シ系シラン、メルカプト系シランなどのシランカップリング剤などを使用して形成しても
よい。なお、このようなシランカップリング剤は、２種以上混合して使用してもよい。中
でも、アミノ系シランカップリング剤又はエポキシ系シランカップリング剤を用いて形成
したものであることが好ましい。
【００５０】
　ここで言うアミノ系シランカップリング剤とは、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミ
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ノプロピルトリメトキシシラン、３－（Ｎ－スチリルメチル－２－アミノエチルアミノ）
プロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、ビス（２－ヒド
ロキシエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、アミノプロピルトリメトキシ
シラン、Ｎ－メチルアミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニルアミノプロピルト
リメトキシシラン、Ｎ－（３－アクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピル）－３－アミノ
プロピルトリエトキシシラン、４－アミノブチルトリエトキシシラン、（アミノエチルア
ミノメチル）フェネチルトリメトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル－３－アミノプロ
ピル）トリメトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル－３－アミノプロピル）トリス（２
－エチルヘキソキシ）シラン、６－（アミノヘキシルアミノプロピル）トリメトキシシラ
ン、アミノフェニルトリメトキシシラン、３－（１－アミノプロポキシ）－３，３－ジメ
チル－１－プロペニルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリス（メトキシエトキ
シエトキシ）シラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノプロピルトリ
メトキシシラン、ω－アミノウンデシルトリメトキシシラン、３－（２－Ｎ－ベンジルア
ミノエチルアミノプロピル）トリメトキシシラン、ビス（２－ヒドロキシエチル）－３－
アミノプロピルトリエトキシシラン、（Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－アミノプロピル）トリメ
トキシシラン、（Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－アミノプロピル）トリメトキシシラン、Ｎ－メ
チルアミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニルアミノプロピルトリメトキシシラ
ン、３－（Ｎ－スチリルメチル－２－アミノエチルアミノ）プロピルトリメトキシシラン
、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピル
トリメトキシシラン、Ｎ－３－（４－（３－アミノプロポキシ）プトキシ）プロピル－３
－アミノプロピルトリメトキシシランからなる群から選択されるものであってもよい。
【００５１】
　シランカップリング処理層は、ケイ素原子換算で、０．０５ｍｇ／ｍ2～２００ｍｇ／
ｍ2、好ましくは０．１５ｍｇ／ｍ2～２０ｍｇ／ｍ2、好ましくは０．３ｍｇ／ｍ2～２．
０ｍｇ／ｍ2の範囲で設けられていることが望ましい。前述の範囲の場合、基材樹脂と表
面処理銅箔との密着性をより向上させることができる。
【００５２】
　また、銅層、粗化処理層、耐熱層、防錆層、シランカップリング処理層またはクロメー
ト処理層の表面に、国際公開番号ＷＯ２００８／０５３８７８、特開２００８－１１１１
６９号、特許第５０２４９３０号、国際公開番号ＷＯ２００６／０２８２０７、特許第４
８２８４２７号、国際公開番号ＷＯ２００６／１３４８６８、特許第５０４６９２７号、
国際公開番号ＷＯ２００７／１０５６３５、特許第５１８０８１５号、特開２０１３－１
９０５６号に記載の表面処理を行うことができる。
【００５３】
　〔十点平均粗さＲｚ〕
　本発明のキャリア付銅箔は、一側面において、接触式粗さ計で測定して得られる十点平
均粗さＲｚについて、一方の表面と他方の表面との差の絶対値が１．０μｍ以下に制御さ
れている。このような構成によれば、キャリア付銅箔の両方の表面におけるパフォーマン
ス（キャリア剥離後のピンホール発生の抑制、埋め込み回路パターニング性、Ｍ－ＳＡＰ
（Modified Semi Additive Process）回路形成性）を同等にすることができ、これによっ
て、コアレス基板の形成において、原材料としてプリプレグを使用する必要が無く、プリ
プレグと金属箔とを積層するプロセスが必要無く、さらに、スタート材料として複数の原
材料を使用し、更に、それらをラミネート等により作製する必要が無いため、コアレス基
板を低コスト且つ良好な製造効率且つ同等の品質で作製することができる。
　前記Ｒｚの差の絶対値は、より好ましくは０．８μｍ以下であり、更により好ましくは
０．６μｍ以下であり、更により好ましくは０．５μｍ以下であり、更により好ましくは
０．４μｍ以下であり、典型的には０．０～１．０μｍであり、より典型的には０．３～
０．７μｍである。
【００５４】
　〔面粗さＳｚ〕
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　本発明のキャリア付銅箔は、別の一側面において、非接触式粗さ計で測定して得られる
面粗さＳｚについて、一方の表面と他方の表面との差の絶対値が１．０μｍ以下に制御さ
れている。このような構成によれば、キャリア付銅箔の両方の表面におけるパフォーマン
ス（キャリア剥離後のピンホール発生の抑制、埋め込み回路パターニング性、Ｍ－ＳＡＰ
（Modified Semi Additive Process）回路形成性）を同等にすることができ、これによっ
て、コアレス基板の形成において、原材料としてプリプレグを使用する必要が無く、プリ
プレグと金属箔とを積層するプロセスが必要無く、さらに、スタート材料として複数の原
材料を使用し、更に、それらをラミネート等により作製する必要が無いため、コアレス基
板を低コスト且つ良好な製造効率且つ同等の品質で作製することができる。
　前記Ｓｚの差の絶対値は、より好ましくは１．０μｍ以下であり、更により好ましくは
０．８μｍ以下であり、更により好ましくは０．６μｍ以下であり、更により好ましくは
０．５μｍ以下であり、典型的には０．０～１．０μｍであり、より典型的には０．２～
０．８μｍである。
【００５５】
　〔黒色面積率〕
　本発明のキャリア付銅箔は、別の一側面において、キャリア付銅箔の両方の表面の銅層
側にそれぞれ樹脂基材を積層後、前記両方の表面の銅層からそれぞれ前記金属キャリアを
引き剥がし、前記樹脂基材側に積層された銅層をそれぞれ全面エッチングして除去し、前
記樹脂基材のエッチング面の黒色面積率をそれぞれ測定した際、一方の樹脂基材の表面と
他方の樹脂基材の表面の黒色面積率との差の絶対値が１０％以下に制御されている。この
ような構成によれば、キャリア付銅箔の両方の表面におけるパフォーマンス（キャリア剥
離後のピンホール発生の抑制、埋め込み回路パターニング性、Ｍ－ＳＡＰ（Modified Sem
i Additive Process）回路形成性）を同等にすることができ、これによって、コアレス基
板の形成において、原材料としてプリプレグを使用する必要が無く、プリプレグと金属箔
とを積層するプロセスが必要無く、さらに、スタート材料として複数の原材料を使用し、
更に、それらをラミネート等により作製する必要が無いため、コアレス基板を低コスト且
つ良好な製造効率且つ同等の品質で作製することができる。
　前記黒色面積率の差の絶対値は、より好ましくは８％以下であり、更により好ましくは
７％以下であり、更により好ましくは６％以下であり、更により好ましくは５％以下であ
り、典型的には０～１０％であり、より典型的には０～７％である。
　ここで、黒色面積率は、基材表面のＳＥＭ像（３０ｋ倍）について、Photo Shop 7.0ソ
フトウェアを使用し、白色・黒色画像処理を施し、当該黒色領域の面積率（％）を求めた
。黒色面積率（％）は、Photo Shop 7.0にある「イメージ」の「ヒストグラム」を選定し
、閾値１２８における比率とした。なお、黒色領域は測定表面が凹状、白色部は測定表面
が凸状になっていることを示す。
【００５６】
　本発明において、前記ＲｚについてはＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９８２に準拠して接触式
粗さ計で測定する。また、前記ＳｚについてはＩＳＯ２５１７８に準拠して非接触式粗さ
計（レーザー顕微鏡）で測定する。
【００５７】
　なお、プリント配線板または銅張積層板など、銅層表面に樹脂などの絶縁基板が接着さ
れている場合においては、絶縁基板を溶かして除去することで、銅回路または銅箔表面に
ついて、前述の粗度（Ｒｚ、Ｓｚ）及び黒色面積率を測定することができる。
【００５８】
＜樹脂層＞
　本発明のキャリア付銅箔の両方の表面の銅層のいずれか一方の表面、又は、両方の表面
に樹脂層を設けてもよい。また、本発明のキャリア付銅箔の両方の表面の粗化処理層のい
ずれか一方の表面、又は、両方の表面に樹脂層を設けてもよい。或いは、本発明のキャリ
ア付銅箔の両方の表面の耐熱層、防錆層、クロメート処理層及びシランカップリング処理
層からなる群から選択された１種以上の層のいずれか一方の表面、又は、両方の表面に樹
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脂層を設けてもよい。前記樹脂層は絶縁樹脂層であってもよい。
【００５９】
　前記樹脂層は接着剤であってもよく、接着用の半硬化状態（Ｂステージ状態）の絶縁樹
脂層であってもよい。半硬化状態（Ｂステージ状態）とは、その表面に指で触れても粘着
感はなく、該絶縁樹脂層を重ね合わせて保管することができ、更に加熱処理を受けると硬
化反応が起こる状態のことを含む。
【００６０】
　また前記樹脂層は熱硬化性樹脂を含んでもよく、熱可塑性樹脂であってもよい。また、
前記樹脂層は熱可塑性樹脂を含んでもよい。その種類は格別限定されるものではないが、
例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、多官能性シアン酸エステル化合物、マレイミド
化合物、ポリビニルアセタール樹脂、ウレタン樹脂などを含む樹脂を好適なものとしてあ
げることができる。
【００６１】
　前記樹脂層は公知の樹脂、樹脂硬化剤、化合物、硬化促進剤、誘電体（無機化合物及び
／または有機化合物を含む誘電体、金属酸化物を含む誘電体等どのような誘電体を用いて
もよい）、反応触媒、架橋剤、ポリマー、プリプレグ、骨格材等を含んでよい。また、前
記樹脂層は例えば国際公開番号ＷＯ２００８／００４３９９、国際公開番号ＷＯ２００８
／０５３８７８、国際公開番号ＷＯ２００９／０８４５３３、特開平１１－５８２８号、
特開平１１－１４０２８１号、特許第３１８４４８５号、国際公開番号ＷＯ９７／０２７
２８、特許第３６７６３７５号、特開２０００－４３１８８号、特許第３６１２５９４号
、特開２００２－１７９７７２号、特開２００２－３５９４４４号、特開２００３－３０
４０６８号、特許第３９９２２２５号、特開２００３－２４９７３９号、特許第４１３６
５０９号、特開２００４－８２６８７号、特許第４０２５１７７号、特開２００４－３４
９６５４号、特許第４２８６０６０号、特開２００５－２６２５０６号、特許第４５７０
０７０号、特開２００５－５３２１８号、特許第３９４９６７６号、特許第４１７８４１
５号、国際公開番号ＷＯ２００４／００５５８８、特開２００６－２５７１５３号、特開
２００７－３２６９２３号、特開２００８－１１１１６９号、特許第５０２４９３０号、
国際公開番号ＷＯ２００６／０２８２０７、特許第４８２８４２７号、特開２００９－６
７０２９号、国際公開番号ＷＯ２００６／１３４８６８、特許第５０４６９２７号、特開
２００９－１７３０１７号、国際公開番号ＷＯ２００７／１０５６３５、特許第５１８０
８１５号、国際公開番号ＷＯ２００８／１１４８５８、国際公開番号ＷＯ２００９／００
８４７１、特開２０１１－１４７２７号、国際公開番号ＷＯ２００９／００１８５０、国
際公開番号ＷＯ２００９／１４５１７９、国際公開番号ＷＯ２０１１／０６８１５７、特
開２０１３－１９０５６号に記載されている物質（樹脂、樹脂硬化剤、化合物、硬化促進
剤、誘電体、反応触媒、架橋剤、ポリマー、プリプレグ、骨格材等）および／または樹脂
層の形成方法、形成装置を用いて形成してもよい。
【００６２】
　これらの樹脂を例えばメチルエチルケトン（ＭＥＫ）、トルエンなどの溶剤に溶解して
樹脂液とし、これを前記銅層上、あるいは前記耐熱層、防錆層、あるいは前記クロメート
皮膜層、あるいは前記シランカップリング剤層の上に、例えばロールコータ法などによっ
て塗布し、ついで必要に応じて加熱乾燥して溶剤を除去しＢステージ状態にする。乾燥に
は例えば熱風乾燥炉を用いればよく、乾燥温度は１００～２５０℃、好ましくは１３０～
２００℃であればよい。
【００６３】
　前記樹脂層を備えたキャリア付銅箔（樹脂付きキャリア付銅箔）は、その樹脂層を基材
に重ね合わせたのち全体を熱圧着して該樹脂層を熱硬化せしめ、ついでキャリアを剥離し
て銅層を表出せしめ（当然に表出するのは該銅層の中間層側の表面である）、そこに所定
の配線パターンを形成するという態様で使用される。
【００６４】
　この樹脂付きキャリア付銅箔を使用すると、多層プリント配線基板の製造時におけるプ
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リプレグ材の使用枚数を減らすことができる。しかも、樹脂層の厚みを層間絶縁が確保で
きるような厚みにしたり、プリプレグ材を全く使用していなくても銅張り積層板を製造す
ることができる。またこのとき、基材の表面に絶縁樹脂をアンダーコートして表面の平滑
性を更に改善することもできる。
【００６５】
　なお、プリプレグ材を使用しない場合には、プリプレグ材の材料コストが節約され、ま
た積層工程も簡略になるので経済的に有利となり、しかも、プリプレグ材の厚み分だけ製
造される多層プリント配線基板の厚みは薄くなり、１層の厚みが１００μｍ以下である極
薄のコアレス多層プリント配線基板を製造することができるという利点がある。
【００６６】
　この樹脂層の厚みは０．１～８０μｍであることが好ましい。
【００６７】
　樹脂層の厚みが０．１μｍより薄くなると、接着力が低下し、プリプレグ材を介在させ
ることなくこの樹脂付きキャリア付銅箔を内層材を備えた基材に積層したときに、内層材
の回路との間の層間絶縁を確保することが困難になる場合がある。
【００６８】
　一方、樹脂層の厚みを８０μｍより厚くすると、１回の塗布工程で目的厚みの樹脂層を
形成することが困難となり、余分な材料費と工数がかかるため経済的に不利となる。更に
は、形成された樹脂層はその可撓性が劣るので、ハンドリング時にクラックなどが発生し
やすくなり、また内層材との熱圧着時に過剰な樹脂流れが起こって円滑な積層が困難にな
る場合がある。
【００６９】
　更に、この樹脂付きキャリア付銅箔のもう一つの製品形態としては、前記銅層上、ある
いは前記耐熱層、防錆層、あるいは前記クロメート処理層、あるいは前記シランカップリ
ング処理層の上に樹脂層で被覆し、半硬化状態とした後、次いでキャリアを剥離して、キ
ャリアが存在しない樹脂付き銅箔の形で製造することも可能である。
【００７０】
　更に、プリント配線板に電子部品類を搭載することで、プリント回路板が完成する。本
発明において、「プリント配線板」にはこのように電子部品類が搭載されたプリント配線
板、プリント回路板、プリント基板も含まれることとする。
　また、当該プリント配線板、コアレス基板を用いて電子機器を作製してもよく、当該電
子部品類が搭載されたプリント回路板、コアレス基板を用いて電子機器を作製してもよく
、当該電子部品類が搭載されたプリント基板、コアレス基板を用いて電子機器を作製して
もよい。
　ここで、本発明において「コアレス基板」とはコアを有さないプリント配線板、プリン
ト基板、プリント回路板、銅張積層板を含むものとする。
【００７１】
　本発明のキャリア付銅箔を用いたコアレス基板の製造方法としては、本発明のキャリア
付銅箔の前記一方または両方の銅層側表面にそれぞれ絶縁基板を積層する工程、
　前記一方または両方の銅層側表面にそれぞれ絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付
銅箔のキャリアを剥がす工程を経て銅張積層板を形成し、
その後、セミアディティブ法、サブトラクティブ法、パートリーアディティブ法又はモデ
ィファイドセミアディティブ法のいずれかの方法によって、前記銅張積層板の前記銅層に
回路を形成する工程を含んでもよい。
【００７２】
　本発明において、セミアディティブ法とは、絶縁基板又は銅箔シード層上に薄い無電解
めっきを行い、パターンを形成後、電気めっき及びエッチングを用いて導体パターンを形
成する方法を指す。
【００７３】
　従って、セミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の一実施
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形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマ
などの方法によりすべて除去する工程、
前記銅層をエッチングにより除去することにより露出した前記樹脂にスルーホールまたは
／およびブラインドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記樹脂および前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電
解めっき層を設ける工程、
前記無電解めっき層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層をフラッシュエッチングなど
により除去する工程、
を含む。
【００７４】
　セミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の別の一実施形態
においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層と、前記絶縁樹脂基板とにスルーホールまたは／お
よびブラインドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマ
などの方法によりすべて除去する工程、
前記銅層をエッチング等により除去することにより露出した前記樹脂および前記スルーホ
ールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設ける工程、
前記無電解めっき層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層をフラッシュエッチングなど
により除去する工程、
を含む。
【００７５】
　セミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の別の一実施形態
においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、



(17) JP 2017-13473 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

前記キャリアを剥がして露出した銅層と、前記絶縁樹脂基板とにスルーホールまたは／お
よびブラインドビアを設ける工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマ
などの方法によりすべて除去する工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記銅層をエッチング等により除去することにより露出した前記樹脂および前記スルーホ
ールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設ける工程、
前記無電解めっき層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層をフラッシュエッチングなど
により除去する工程、
を含む。
【００７６】
　セミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の別の一実施形態
においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマ
などの方法によりすべて除去する工程、
前記銅層をエッチングにより除去することにより露出した前記樹脂の表面について無電解
めっき層を設ける工程、
前記無電解めっき層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層及び銅層をフラッシュエッチ
ングなどにより除去する工程、
を含む。
【００７７】
　本発明において、モディファイドセミアディティブ法とは、絶縁層上に金属箔を積層し
、めっきレジストにより非回路形成部を保護し、電解めっきにより回路形成部の銅厚付け
を行った後、レジストを除去し、前記回路形成部以外の金属箔を（フラッシュ）エッチン
グで除去することにより、絶縁層上に回路を形成する方法を指す。
【００７８】
　従って、モディファイドセミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製
造方法の一実施形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工
程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
　前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥が
す工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブライン
ドビアを設ける工程、
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前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設
ける工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層表面にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストを設けた後に、電解めっきにより回路を形成する工程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記めっきレジストを除去することにより露出した銅層をフラッシュエッチングにより除
去する工程、
を含む。
【００７９】
　モディファイドセミアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の
別の一実施形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層の上にめっきレジストを設ける工程、
前記めっきレジストに対して露光し、その後、回路が形成される領域のめっきレジストを
除去する工程、
前記めっきレジストが除去された前記回路が形成される領域に、電解めっき層を設ける工
程、
前記めっきレジストを除去する工程、
前記回路が形成される領域以外の領域にある無電解めっき層及び銅層をフラッシュエッチ
ングなどにより除去する工程、
を含む。
【００８０】
　本発明において、パートリーアディティブ法とは、導体層を設けてなる基板、必要に応
じてスルーホールやバイアホール用の孔を穿けてなる基板上に触媒核を付与し、エッチン
グして導体回路を形成し、必要に応じてソルダレジストまたはメッキレジストを設けた後
に、前記導体回路上、スルーホールやバイアホールなどに無電解めっき処理によって厚付
けを行うことにより、プリント配線板を製造する方法を指す。
【００８１】
　従って、パートリーアディティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の
一実施形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブライン
ドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について触媒核を付与する工
程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層表面にエッチングレジストを設ける工程、
前記エッチングレジストに対して露光し、回路パターンを形成する工程、
前記極薄銅層および前記触媒核を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマなどの
方法により除去して、回路を形成する工程、
前記エッチングレジストを除去する工程、
前記極薄銅層および前記触媒核を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマなどの
方法により除去して露出した前記絶縁基板表面に、ソルダレジストまたはメッキレジスト
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を設ける工程、
前記ソルダレジストまたはメッキレジストが設けられていない領域に無電解めっき層を設
ける工程、
を含む。
【００８２】
　本発明において、サブトラクティブ法とは、銅張積層板上の銅箔の不要部分を、エッチ
ングなどによって、選択的に除去して、導体パターンを形成する方法を指す。
【００８３】
　従って、サブトラクティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の一実施
形態においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブライン
ドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設
ける工程、
前記無電解めっき層の表面に、電解めっき層を設ける工程、
前記電解めっき層または／および前記銅層の表面にエッチングレジストを設ける工程、
前記エッチングレジストに対して露光し、回路パターンを形成する工程、
前記銅層および前記無電解めっき層および前記電解めっき層を酸などの腐食溶液を用いた
エッチングやプラズマなどの方法により除去して、回路を形成する工程、
前記エッチングレジストを除去する工程、
を含む。
【００８４】
　サブトラクティブ法を用いた本発明に係るプリント配線板の製造方法の別の一実施形態
においては、本発明に係るキャリア付銅箔と絶縁基板とを準備する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層する工程、
前記キャリア付銅箔と絶縁基板を積層した後に、前記キャリア付銅箔のキャリアを剥がす
工程、
前記キャリアを剥がして露出した銅層と絶縁基板にスルーホールまたは／およびブライン
ドビアを設ける工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域についてデスミア処理を行う
工程、
前記スルーホールまたは／およびブラインドビアを含む領域について無電解めっき層を設
ける工程、
前記無電解めっき層の表面にマスクを形成する工程、
マスクが形成されていない前記無電解めっき層の表面に電解めっき層を設ける工程、
前記電解めっき層または／および前記銅層の表面にエッチングレジストを設ける工程、
前記エッチングレジストに対して露光し、回路パターンを形成する工程、
前記銅層および前記無電解めっき層を酸などの腐食溶液を用いたエッチングやプラズマな
どの方法により除去して、回路を形成する工程、
前記エッチングレジストを除去する工程、
を含む。
【００８５】
　スルーホールまたは／およびブラインドビアを設ける工程、及びその後のデスミア工程
は行わなくてもよい。
【００８６】
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　本発明のキャリア付銅箔を用いたコアレス基板の製造方法は、以下のような埋め込み回
路・コアレス基板の製造方法であってもよい。すなわち、本発明のキャリア付銅箔の前記
一方または両方の銅層側表面にそれぞれ回路を形成する工程、
　前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔の前記両方の銅層側表面にそれぞれ樹脂
層を形成する工程、
　前記一方または両方の銅層側表面に形成した樹脂層上にそれぞれ回路を形成する工程、
　前記一方または両方の樹脂層上にそれぞれ回路を形成した後に、前記キャリアを剥離さ
せる工程、及び、
　前記キャリアを剥離させた後に、前記一方または両方の銅層を除去することで、前記一
方または両方の銅層側表面に形成した、前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程
を含んでもよい。
　また、本発明のキャリア付銅箔を用いたコアレス基板の製造方法は、以下のような埋め
込み回路・コアレス基板の製造方法であってもよい。すなわち、本発明のキャリア付銅箔
の前記一方または両方の銅層側表面にそれぞれ回路を形成する工程、
　前記回路が埋没するように前記キャリア付銅箔の前記両方の銅層側表面にそれぞれ樹脂
層を形成する工程、
　前記一方または両方の銅層側表面に樹脂層を形成した後に、前記キャリアを剥離させる
工程、及び、
　前記キャリアを剥離させた後に、前記一方または両方の銅層を除去することで、前記一
方または両方の銅層側表面に形成した、前記樹脂層に埋没している回路を露出させる工程
を含んでもよい。
　なお、埋め込み回路・コアレス基板とは、コアレス基板の作製において、途中の段階で
埋め込み回路が形成させるようなコアレス基板を示す。
【００８７】
　また、本発明のプリント配線板、および／又は、コアレス基板の製造方法は、本発明の
キャリア付銅箔の一方または両方の前記銅層側表面に、樹脂層と回路との２層を、少なく
とも１回設ける工程、及び、前記樹脂層及び回路の２層を形成した後に、前記キャリア付
銅箔から前記銅層を剥離させる工程を含むプリント配線板、および／又は、コアレス基板
の製造方法（コアレス工法）であってもよい。当該コアレス工法について、具体的な例と
しては、まず、本発明のキャリア付銅箔の銅層側表面に樹脂層を形成する。銅層側表面に
形成した樹脂層には、さらに別の銅層または別のキャリア付銅箔をキャリア側又は銅層側
から積層してもよい。当該別のキャリア付銅箔は、キャリアの一方または両方の面に銅層
を有してもよい。この場合、本発明のキャリア付銅箔を中心として、当該本発明のキャリ
ア付銅箔の一方または両方の銅層側表面に、樹脂層／キャリア／中間層／銅層の順あるい
は樹脂層／銅層／中間層／キャリアの順あるいは樹脂層／銅層の順でキャリア付銅箔また
は銅層が積層された構成となっている。当該別の銅層は銅箔あるいは電解銅箔あるいは圧
延銅箔であってもよい。両端の銅層あるいはキャリアの露出した表面には、別の樹脂層を
設け、さらに銅層又は金属層を設けた後、当該銅層又は金属層を加工することで回路を形
成してもよい。さらに、別の樹脂層を当該回路上に、当該回路を埋め込むように設けても
良い。また、このような回路及び樹脂層の形成を１回以上行ってもよい（ビルドアップ工
法）。そして、このようにして形成した積層体について、それぞれのキャリア付銅箔の銅
層をキャリアから剥離させてコアレス基板を作製することができる。前述の積層体は本発
明のキャリア付銅箔と樹脂層とを有する積層体であってもよく、当該積層体は上述のプリ
ント配線板、及び／又は、コアレス基板の製造方法に用いることができる。前述の積層体
は、極薄銅層の表面、キャリアの表面、キャリアとキャリアとの間、極薄銅層と極薄銅層
との間、極薄銅層とキャリアとの間には他の層を有してもよい。なお、本明細書において
「極薄銅層の表面」、「極薄銅層側表面」、「キャリアの表面」、「キャリア側表面」、
「積層体の表面」は、極薄銅層、キャリア、積層体が、極薄銅層表面、キャリア表面、積
層体表面に他の層を有する場合には、当該他の層の表面（最表面）を含む概念とする。
【００８８】
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　なお、上述のコアレス基板の製造方法において、キャリア付銅箔または積層体の端面の
一部または全部を樹脂で覆うことにより、ビルドアップ工法でプリント配線板を製造する
際に、中間層または積層体を構成する１つのキャリア付銅箔ともう１つのキャリア付銅箔
の間への薬液の染み込みを防止することができ、薬液の染み込みによる極薄銅層とキャリ
アの分離やキャリア付銅箔の腐食を防止することができ、歩留りを向上させることができ
る。ここで用いる「キャリア付銅箔の端面の一部または全部を覆う樹脂」または「積層体
の端面の一部または全部を覆う樹脂」としては、樹脂層に用いることができる樹脂を使用
することができる。また、上述のコアレス基板の製造方法において、キャリア付銅箔また
は積層体において平面視したときにキャリア付銅箔または積層体の積層部分（キャリアと
極薄銅層との積層部分、または、１つのキャリア付銅箔ともう１つのキャリア付銅箔との
積層部分）の外周の少なくとも一部が樹脂又はプリプレグで覆ってもよい。また、当該キ
ャリア付銅箔において平面視したときにキャリア付銅箔または積層体の積層部分（キャリ
アと銅層との積層部分、または、１つのキャリア付銅箔ともう１つのキャリア付銅箔との
積層部分）の外周の全体にわたって樹脂又はプリプレグで覆われてなるものであってもよ
い。このような構成とすることにより、キャリア付銅箔または積層体を平面視したときに
、キャリア付銅箔または積層体の積層部分が樹脂又はプリプレグにより覆われ、他の部材
がこの部分の側方向、すなわち積層方向に対して横からの方向から当たることを防ぐこと
ができるようになり、結果としてハンドリング中のキャリアと銅層またはキャリア付銅箔
同士の剥がれを少なくすることができる。また、キャリア付銅箔または積層体の積層部分
の外周を露出しないように樹脂又はプリプレグで覆うことにより、前述したような薬液処
理工程におけるこの積層部分の界面への薬液の浸入を防ぐことができ、キャリア付銅箔の
腐食や侵食を防ぐことができる。なお、積層体の一対のキャリア付銅箔から一つのキャリ
ア付銅箔を分離する際、またはキャリア付銅箔のキャリアと銅箔（銅層）を分離する際に
は、樹脂又はプリプレグで覆われているキャリア付銅箔又は積層体の積層部分（キャリア
と銅層との積層部分、または、１つのキャリア付銅箔ともう１つのキャリア付銅箔との積
層部分）を切断等により除去する必要がある。
【００８９】
　また、このように構成した積層体に樹脂層と回路との２層を、少なくとも１回設ける工
程、及び、前記樹脂層及び回路の２層を少なくとも１回形成した後に、前記積層体のキャ
リア付銅箔から前記極薄銅層又はキャリアを剥離させる工程を実施することでプリント配
線板を作製することができる。なお、当該積層体の一方または両方の表面に、樹脂層と回
路との２層を設けてもよい。
　本発明のキャリア付銅箔は公知のプリント配線板、プリント回路板、銅張積層板、半導
体素子搭載用パッケージ基板等の製造方法に用いられる多層金属箔として用いることがで
きる。例えば、本発明のキャリア付銅箔は以下の半導体素子搭載用パッケージ基板の製造
方法に用いることができる。
　本発明のキャリア付銅箔を準備し、本発明のキャリア付銅箔と、樹脂層または基材とを
積層して基板Ａを形成する工程と、前記キャリア付銅箔の一つの銅層とキャリアとの界面
で、前記一つの銅層を剥離する工程と、前記基板Ａに残ったキャリア上にパターンめっき
を行う工程と、前記パターンめっきを含むキャリア上に別の樹脂層または絶縁層を積層し
て積層体を形成する工程と、前記キャリア付銅箔のキャリアともう一つの銅層との界面で
、前記積層体をキャリアとともに基板Ａから剥離して分離する工程と、前記分離した積層
体のキャリア側からエッチングを行い、少なくとも前記キャリアの一部を除去するととも
に、前記パターンめっきの表面が前記別の樹脂層または絶縁層の表面に対して凹みを形成
するようにする工程と、前記凹みを形成したパターンめっきの表面上に、下地めっきと貴
金属めっきとを行い、前記貴金属めっきの表面が前記絶縁層の表面に対して面一となるよ
うにする工程と、
を有する半導体素子搭載用パッケージ基板の製造方法に、本発明のキャリア付銅箔を用い
ることができる。
【実施例】
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【００９０】
　以下に本発明の実施例を示すが、これらの実施例は本発明及びその利点をよりよく理解
するために提供するものであり、発明が限定されることを意図するものではない。
【００９１】
　キャリア表面の凹凸を抑制するためには、電解ドラム表面の研磨スジを抑制する必要が
あり、そのためには、キャリア作製に使用する電解ドラムの研磨条件を制御しなければな
らない。実施例１～８の両面フラット電解生箔、比較例４のロープロファイル電解生箔、
比較例５の一般電解生箔については、該凹凸を抑制するため、研磨に使用する研磨砥石の
番手を１０００とし、研削砥石の回転数を１５００ｒｐｍとした。キャリア表面の凹凸を
抑制していない比較例１～３の両面フラット電解生箔については、電解ドラムの研磨に使
用する研磨砥石の番手をＦ３２０、研削砥石の回転数を５００ｒｐｍ（標準条件）とした
。
【００９２】
　また、以下に、各銅箔バルク層（生箔）の作製方法を示す。
・キャリア付き極薄生銅箔
　以下の一般電解生箔、両面フラット電解生箔、ロープロファイル電解生箔の各製造条件
で、厚み１８μｍの両面フラット電解生箔を作製した。
【００９３】
　（一般電解生箔）
　銅濃度８０～１２０ｇ／Ｌ、硫酸濃度８０～１２０ｇ／Ｌ、塩化物イオン濃度３０～１
００ｐｐｍ、ニカワ濃度１～５ｐｐｍ、電解液温度５７～６２℃の硫酸銅電解液を電解銅
メッキ浴とし、アノードとカソード（銅箔用電着用金属製ドラム）の間を流れる電解液の
線速度を１．５～２．５ｍ／秒、電流密度７０Ａ／ｄｍ2で厚み１８μｍ（重量厚み１５
５ｇ／ｍ2）の一般電解生箔を作製した。
【００９４】
　（両面フラット電解生箔）
　銅濃度８０～１２０ｇ／Ｌ、硫酸濃度８０～１２０ｇ／Ｌ、塩化物イオン濃度３０～１
００ｐｐｍ、レベリング剤１（ビス（３スルホプロピル）ジスルフィド）：１０～３０ｐ
ｐｍ、レベリング剤２（アミン化合物）：１０～３０ｐｐｍ、電解液温度５７～６２℃の
硫酸銅電解液を電解銅メッキ浴とし、アノードとカソード（銅箔用電着用金属製ドラム）
の間を流れる電解液の線速度を１．５～２．５ｍ／秒、電流密度７０Ａ／ｄｍ2で厚み１
８μｍ（重量厚み１５５ｇ／ｍ2）の両面フラット電解生箔を作製した。上記のアミン化
合物には以下の化学式のアミン化合物を用いることができる。

（上記化学式中、Ｒ1及びＲ2はヒドロキシアルキル基、エーテル基、アリール基、芳香族
置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれる。）
【００９５】
　（ロープロファイル電解生箔）
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　銅濃度８０～１２０ｇ／Ｌ、硫酸濃度８０～１２０ｇ／Ｌ、塩化物イオン濃度３０～１
００ｐｐｍ、ニカワ濃度１～５ｐｐｍ、電解液温度５７～６２℃の硫酸銅電解液を電解銅
メッキ浴とし、アノードとカソード（銅箔用電着用金属製ドラム）の間を流れる電解液の
線速度を１．５～２．５ｍ／秒、電解槽給液配管の添加剤添加サクションからのチオ尿素
添加量を２０～３０ｍｇ／ｍｉｎ・ｋＡ、電流密度７０Ａ／ｄｍ2で厚み１８μｍ（重量
厚み１５５ｇ／ｍ2）の一般電解生箔を作製した。
【００９６】
　これらを銅箔キャリアとして、以下の方法により、当該キャリアの両表面に、それぞれ
剥離層（中間層）、銅メッキ層（銅層）を形成し、キャリア付銅箔を得た。
（１）Ｎｉ層（剥離層：下地メッキ１）
　銅箔キャリアのＳ面に対して、以下の条件でロール・トウ・ロール型の連続メッキライ
ンで電気メッキすることにより１０００μｇ／ｄｍ2の付着量のＮｉ層を形成した。具体
的なメッキ条件を以下に記す。
　　硫酸ニッケル：２７０～２８０ｇ／Ｌ
　　塩化ニッケル：３５～４５ｇ／Ｌ
　　酢酸ニッケル：１０～２０ｇ／Ｌ
　　ホウ酸：３０～４０ｇ／Ｌ
　　光沢剤：サッカリン、ブチンジオール等
　　ドデシル硫酸ナトリウム：５５～７５ｐｐｍ
　　ｐＨ：４～６
　　浴温：５５～６５℃
　　電流密度：１０Ａ／ｄｍ2

【００９７】
（２）Ｃｒ層（剥離層：下地メッキ２）
　次に、（１）にて形成したＮｉ層表面を水洗及び酸洗後、引き続き、ロール・トウ・ロ
ール型の連続メッキライン上でＮｉ層の上に１１μｇ／ｄｍ2の付着量のＣｒ層を以下の
条件で電解クロメート処理することにより付着させた。
　　　重クロム酸カリウム１～１０ｇ／Ｌ、亜鉛０ｇ／Ｌ
　　　ｐＨ：７～１０
　　　液温度：４０～６０℃
　　　電流密度：２Ａ／ｄｍ2

【００９８】
（３）銅メッキ層（銅層）
　次に、（２）にて形成したＣｒ層表面を水洗及び酸洗後、引き続き、ロール・トウ・ロ
ール型の連続メッキライン上で、Ｃｒ層の上に表１に記載の厚さの平滑銅メッキ層（銅層
）を以下の条件で電気メッキすることにより形成し、両表面に銅層が形成されたキャリア
付極薄銅箔を作製した。
　　　銅濃度：８０～１２０ｇ／Ｌ
　　　硫酸濃度：８０～１２０ｇ／Ｌ
　　　塩化物イオン濃度：３０～１００ｐｐｍ
　　　レベリング剤１（ビス（３スルホプロピル）ジスルフィド）：１０～３０ｐｐｍ
　　　レベリング剤２（アミン化合物）：１０～３０ｐｐｍ
　なお、レべリング剤２として下記のアミン化合物を用いた。
【００９９】
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（上記化学式中、Ｒ1及びＲ2はヒドロキシアルキル基、エーテル基、アリール基、芳香族
置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものである。
）
　　　電解液温度：５０～８０℃
　　　電流密度：１００Ａ／ｄｍ2

【０１００】
　〔銅メッキ層（銅層）上の表面処理〕
　次に、実施例２～８、比較例２～５について、両面の平滑銅メッキ層（銅層）上に、そ
れぞれ以下の条件で各種表面処理を施した。
【０１０１】
・球状粗化：（実施例２に実施）
　（電解液組成）
　　　Ｃｕ：２０～３０ｇ／Ｌ（硫酸銅５水和物で添加、以下同様）
　　　Ｈ2ＳＯ4:８０～１２０ｇ／Ｌ
　　　ヒ素：１．０～２．０ｇ／Ｌ
　（電解液温度）
　　　３５～４０℃
　（電流条件）
　　　電流密度：７０Ａ/ｄｍ2

【０１０２】
　上記条件で粗化処理を施した両面の銅層の表面に、それぞれ粗化粒子の脱落防止とピー
ル強度向上のため、硫酸・硫酸銅からなる銅電解浴で被せメッキを行った。被せメッキ条
件を以下に記す。
【０１０３】
　（電解液組成）
　　　Ｃｕ：４０～５０ｇ／Ｌ
　　　Ｈ2ＳＯ4:８０～１２０ｇ／Ｌ
　（電解液温度）
　　　４３～４７℃
　（電流条件）
　　　電流密度：２９Ａ／ｄｍ2

【０１０４】
・微細粗化（type１）：（実施例３に実施）
　下記条件で第一次粒子と第二次粒子を形成させる粗化処理を行った。
　第一次粒子形成：
　（電解液組成）
　　Ｃｕ濃度：１０～２０ｇ／Ｌ
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　　Ｈ2ＳＯ4濃度：８０～１２０ｇ／Ｌ
　　タングステン濃度：１～１０ｍｇ／Ｌ（タングステン酸ナトリウム２水和物で添加）
　　ドデシル硫酸ナトリウム濃度：１～１０ｍｇ／Ｌ
　（電解液温度）
　　３５～４５℃
　（電流条件）
　　二段式で電流を付与した。電流密度は次の通りとした。
　　　　一段目：５０Ａ／ｄｍ2

　　　　二段目：１０Ａ／ｄｍ2

【０１０５】
　上記条件で第一次粗化粒子を形成した両面の銅層表面に、第一次粗化粒子の脱落防止と
ピール強度向上のため、硫酸・硫酸銅からなる銅電解浴で被せメッキを行った。被せメッ
キ条件を以下に記す。
　（電解液組成）
　　Ｃｕ：４０～５０ｇ／Ｌ
　　Ｈ2ＳＯ4:８０～１２０ｇ／Ｌ
　（電解液温度）
　　４３～４７℃
　（電流条件）
　　電流密度：４１Ａ／ｄｍ2

【０１０６】
　第二次粒子形成：
　次に、両面の銅層表面の第一次粗化粒子の上に、第二次粗化粒子を形成させるための粗
化処理を行った。
　（電解液組成）
　　Ｃｕ：１０～２０ｇ／Ｌ
　　Ｃｏ：１～１０ｇ／Ｌ
　　Ｎｉ：１～１０ｇ／Ｌ
　　ｐＨ：１～４
　（電解液温度）
　　４０～５０℃
　（電流条件）
　　電流密度：２５Ａ／ｄｍ2

【０１０７】
　上記条件で第二次粒子粗化処理を施した両面の銅層表面にＣｏ－Ｎｉの被せメッキを行
った。被せメッキ条件を以下に記す。
　（電解液組成）
　　Ｃｏ：１～３０ｇ／Ｌ
　　Ｎｉ：１～３０ｇ／Ｌ
　　ｐＨ：１．０～３．５
　（電解液温度）
　　３０～８０℃
　（電流条件）
　　電流密度５．０Ａ／ｄｍ2

【０１０８】
・微細粗化（type２）：（実施例４に実施）
　（電解液組成）
　　Ｃｕ濃度：１０～２０ｇ／Ｌ
　　Ｈ2ＳＯ4濃度：８０～１２０ｇ／Ｌ
　　タングステン濃度：１～１０ｍｇ／Ｌ（タングステン酸ナトリウム２水和物で添加）
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　　ドデシル硫酸ナトリウム濃度：１～１０ｍｇ／Ｌ
　（電解液温度）
　　３５～４５℃
　（電流条件）
　　二段式で電流を付与した。電流密度は次の通りとした。
　　　　一段目：５０Ａ／ｄｍ2

　　　　二段目：１０Ａ／ｄｍ2

【０１０９】
　上記条件で粗化処理を施した両面の銅層表面に、それぞれ粗化粒子の脱落防止とピ－ル
強度向上のため、硫酸・硫酸銅からなる銅電解浴で被せメッキを行った。被せメッキ条件
を以下に記す。
　（電解液組成）
　　　Ｃｕ：４０～５０ｇ／Ｌ
　　　Ｈ2ＳＯ4:８０～１２０ｇ／Ｌ
　（電解液温度）
　　　４３～４７℃
　（電流条件）
　　　電流密度：４１Ａ／ｄｍ2

【０１１０】
・微細粗化（type３）：（実施例５～８、比較例２～５に実施）
　（電解液組成）
　　　Ｃｕ：１０～２０ｇ／Ｌ
　　　Ｃｏ：１～１０ｇ／Ｌ
　　　Ｎｉ：１～１０ｇ／Ｌ
　　　ｐＨ：１～４
　（電解液温度）
　　　４０～５０℃
　（電流条件）
　　　電流密度：２５Ａ／ｄｍ2

　（メッキ終了後のメッキ液中の浸漬時間）
　　　所定の穴形状を得るため５秒以内とした。
【０１１１】
　上記条件で粗化処理を施した両面の銅層表面に、それぞれＣｏ－Ｎｉの被せメッキを行
った。被せメッキ条件を以下に記す。
　（電解液組成）
　　　Ｃｏ：１～３０ｇ／Ｌ
　　　Ｎｉ：１～３０ｇ／Ｌ
　　　ｐＨ：１．０～３．５
　（電解液温度）
　　　３０～８０℃
　（電流条件）
　　　電流密度５．０Ａ／ｄｍ2

【０１１２】
　〔バリヤー（耐熱）処理〕
　実施例２～５には、さらにバリヤー（耐熱）処理を下記の条件で行い、真鍮メッキ層又
は亜鉛・ニッケル合金メッキ層を形成した。
【０１１３】
　実施例２のバリヤー層（真鍮メッキ）形成条件：
　銅濃度５０～８０ｇ／Ｌ、亜鉛濃度２～１０ｇ／Ｌ、水酸化ナトリウム濃度５０～８０
ｇ／Ｌ、シアン化ナトリウム濃度５～３０ｇ／Ｌ、温度６０～９０℃の真鍮メッキ浴を用
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理層を形成した銅層の表面に付与した。
【０１１４】
　実施例４のバリヤー層（亜鉛・ニッケルメッキ）形成条件：
　Ｎｉ：１０ｇ／Ｌ～３０ｇ／Ｌ、 Ｚｎ:１ｇ／Ｌ～１５ｇ／Ｌ、 硫酸(Ｈ2ＳＯ4)：１
ｇ／Ｌ～１２ｇ／Ｌ、塩化物イオン：０ｇ／Ｌ～５g／Ｌを添加したメッキ浴を用い、電
流密度１．３Ａ／ｄｍ2でメッキ電気量５．５Ａｓ／ｄｍ2を、粗化処理層を形成したＭ面
に付与した。
【０１１５】
　〔防錆処理〕
　粗化粒子層、バリヤー層を付与していない実施例１及び比較例１の銅層の表面に、防錆
処理（クロメート処理）を下記の条件で行い、防錆処理層を形成した。また、粗化処理層
のみ、或いは、粗化処理層とバリヤー層の両方を施した実施例２～８及び比較例２～５に
ついても、同様の条件で防錆処理層を形成した。
　（クロメート条件）　ＣｒＯ3：２．５ｇ／Ｌ、Ｚｎ：０．７ｇ／Ｌ、Ｎａ2ＳＯ4：１
０ｇ／Ｌ、ｐＨ４．８、５４℃のクロメート浴で０．７Ａｓ／ｄｍ2の電気量を付加。
【０１１６】
〔シランカップリング材塗布〕
　銅箔の粗化処理面に、０．２～２％のアルコキシシランを含有量するｐＨ７～８の溶液
を噴霧することで、シランカップリング材塗布処理を行った。
【０１１７】
　後述のキャリア付銅箔の各種評価に記載された評価項目の一つである「Ｍ－ＳＡＰ工法
での微細配線形成性」を評価するに当たり、実施例１、比較例１については、防錆処理、
シランカップリング材塗布の後、ピール向上効果のある樹脂層を下記条件にて形成した。
なお、「Ｍ－ＳＡＰ工法での微細配線形成性」以外の評価においては、銅層表面の樹脂層
は不要であるため、樹脂層を形成しないサンプルも作製した。
【０１１８】
（樹脂合成例）
　ステンレス製の碇型攪拌棒、窒素導入管とストップコックのついたトラップ上に、玉付
冷却管を取り付けた還流冷却器を取り付けた２リットルの三つ口フラスコに、３，４、３
’，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物１１７．６８ｇ（４００ｍｍｏｌ）、１
，３－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン８７．７ｇ（３００ｍｍｏｌ）、γ－バレ
ロラクトン４．０ｇ（４０ｍｍｏｌ）、ピリジン４．８ｇ（６０ｍｍｏｌ）、Ｎ－メチル
－２－ピロリドン（以下ＮＭＰと記す)３００ｇ、トルエン２０ｇを加え、１８０℃で１
時間加熱した後室温付近まで冷却した後、３，４、３’，４’－ビフェニルテトラカルボ
ン酸二無水物２９．４２ｇ（１００ｍｍｏｌ）、２，２－ビス｛４－（４－アミノフェノ
キシ）フェニル｝プロパン８２．１２ｇ（２００ｍｍｏｌ）、ＮＭＰ２００ｇ、トルエン
４０ｇを加え、室温で１時間混合後、１８０℃で３時間加熱して、固形分３８％のブロッ
ク共重合ポリイミドを得た。このブロック共重合ポリイミドは、下記に示す一般式（１）
：一般式（２）＝３：２であり、数平均分子量：７００００、重量平均分子量：１５００
００であった。
【０１１９】
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【０１２０】
　合成例で得られたブロック共重合ポリイミド溶液をＮＭＰで更に希釈し、固形分１０％
のブロック共重合ポリイミド溶液とした。このブロック共重合ポリイミド溶液にビス（４
－マレイミドフェニル)メタン(ＢＭＩ－Ｈ、ケイ・アイ化成)を固形分重量比率３５、ブ
ロック共重合ポリイミドの固形分重量比率６５として（即ち、樹脂溶液に含まれるビス（
４－マレイミドフェニル)メタン固形分重量：樹脂溶液に含まれるブロック共重合ポリイ
ミド固形分重量＝３５：６５）６０℃、２０分間溶解混合して樹脂溶液とした。その後、
銅層表面に、リバースロール塗工機を用いて前記樹脂溶液を塗工し、窒素雰囲気下で、１
２０℃で３分間、１６０℃で３分間乾燥処理後、最後に３００℃で２分間加熱処理を行い
、樹脂層を備えるキャリア付銅箔を作製した。なお、樹脂層の厚みは２μｍとした。
【０１２１】
（キャリア付銅箔の各種評価）
　上記のようにして得られたキャリア付銅箔について、以下の方法で各種の評価を実施し
た。
【０１２２】
＜接触式粗さ計で測定して得られる十点平均粗さＲｚ＞
　各実施例、比較例（実施例１、比較例１では、樹脂層を形成しないサンプルを選定）の
キャリア、及び、キャリア付銅箔について、株式会社小阪研究所製接触式粗さ計Ｓｕｒｆ
ｃｏｒｄｅｒ　ＳＥ－３Ｃを使用してＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９８２に準拠して十点平均
粗さを表面処理面について測定した。測定基準長さ０．８ｍｍ、評価長さ４ｍｍ、カット
オフ値０．２５ｍｍ、送り速さ０．１ｍｍ／秒の条件で、電解銅箔の製造装置における電
解銅箔の進行方向と垂直な方向（ＴＤ）に測定位置を変えて、それぞれ３回行い、３回の
測定での平均値を接触式粗さ計で測定して得られる十点平均粗さＲｚとした。また、測定
は、キャリア付銅箔のドラム面側及び析出面側の両方について行った。
　表１において、「キャリア銅箔　表面粗さ」は剥離層（中間層）及び銅層を形成する前
のキャリア単体での表面粗さを示す。また、「極薄銅層（ＴＬ前）表面粗さ」は、キャリ
ア両面に剥離層（中間層）と銅層を形成した後の表面であって、粗化処理等の表面処理直
前の表面の粗さを示す。また、「極薄銅層（ＴＬ後）表面粗さ」は、「極薄銅層（ＴＬ前
）表面粗さ」に粗化処理等の表面処理を施した後の表面粗さを示す。
【０１２３】
＜面粗さＳｚ＞
　各実施例、比較例のキャリア付銅箔（実施例１、比較例１では、樹脂層を形成しないサ
ンプルを選定）について、オリンパス社製レーザー顕微鏡（試験機：OLYＭPUS LEXT OLS 
4000、解像度：ＸＹ－０．１２μｍ、Ｚ－０．０μｍ、カットオフ：無し）を用いて、両
方の銅層の各表面（ドラム面側と析出面側）の面粗さＳｚを、ＩＳＯ２５１７８に準拠し
て測定し、その差の絶対値を算出した。なお、Ｓｚの測定範囲は２５６μｍ×２５６μｍ
（実データでは６６，５２４μｍ2）とした。また、レーザー顕微鏡によるＳｚの測定環
境温度は２３～２５℃とした。
【０１２４】
＜黒色面積率＞
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　各実施例、比較例のキャリア付銅箔（実施例１、比較例１では、樹脂層を形成しないサ
ンプルを選定）について、２０ｃｍ角サイズの樹脂基材（三菱ガス化学社ＧＨＰＬ－８３
０ＭＢＴ）を準備し、樹脂基材を両表面に銅層を設けたキャリア付銅箔の両表面に接触さ
せ、更に各々の樹脂基材の上に捨て銅箔を配置し、積層プレスし、銅張積層体を作製した
。積層プレスの温度、圧力、時間は、基材メーカーの推奨条件を用いた。
　次に、積層プレス後の銅張積層体について、キャリア付銅箔の両面に付与した銅層/樹
脂基材層／捨て銅箔をキャリアから剥がした後、剥離層（中間層）上の銅層を下記のエッ
チング条件にて全面エッチングで除去した。なお、「全面エッチング」とは、銅層が厚み
分、全て除去されて、全面に樹脂が露出するまでエッチングすることをいう。
　（エッチング条件）エッチング液：塩化第二銅溶液、ＨＣｌ濃度：３．５ｍｏｌ／Ｌ、
温度：５０℃、比重１．２６となるようにＣｕＣｌ2濃度調節
　各実施例、比較例の、各樹脂基材のエッチング側表面について、走査型電子顕微鏡（Ｓ
ＥＭ）を用いて加速電圧を１５ｋＶとして、写真撮影を行った。なお、写真撮影の際に、
観察視野全体の穴の輪郭が明確に見えるように、コントラストとブライトネスを調整した
。写真全体が真っ白や真っ黒ではなく、穴の輪郭が観察できる状態で写真撮影を行った。
写真全体が真っ白や真っ黒ではなく、穴の輪郭が観察できる状態で写真撮影を行ったので
あれば、当該写真における黒色面積率（％）はほぼ同じ値となる。そして撮影した写真（
ＳＥＭ像（３０ｋ倍（３００００倍）））について、Photo Shop 7.0ソフトウェアを使用
し、白色・黒色画像処理を施し、黒色面積率（％）を求めた。黒色面積率（％）は、Phot
o Shop 7.0にある「イメージ」の「ヒストグラム」を選定し、閾値１２８とした場合の観
察面積（白色面積と黒色面積とを合計した面積）に対する黒色面積の割合とした。また、
得られた一方の樹脂基材の表面（キャリア銅箔ドラム面側に対応する面）と他方の樹脂基
材の表面（キャリア銅箔析出面側に対応する面）の黒色面積率との差の絶対値を算出した
。
【０１２５】
＜ピンホール＞
　各実施例、比較例のキャリア付銅箔（実施例１、比較例１では、樹脂層を形成しないサ
ンプルを選定）について、２０ｃｍ角サイズの樹脂基材（三菱ガス化学社ＧＨＰＬ－８３
０ＭＢＴ）を準備し、樹脂基材を両表面に銅層を設けたキャリア付銅箔の両表面に接触さ
せ、更に各々の樹脂基材の上に捨て銅箔を配置し、積層プレスし、銅張積層体を作製した
。積層プレスの温度、圧力、時間は、基材メーカーの推奨条件を用いた。
　次に、積層プレス後の銅張積層体について、キャリア付銅箔の両面に付与した銅層/樹
脂基材層／捨て銅箔をキャリアから剥がした後、片側（本側）の銅層全面を粘着フィルム
で被覆し、四辺を耐薬品テープでマスキングし、逆側（逆面）の捨て銅箔を、塩化第二銅
を主成分とする市販のエッチング液を用いて全面をエッチングした。更に、本側四辺をマ
スキングした耐薬品テープと粘着フィルムを剥がした。その後、光透過法により、本側の
銅層上に存在するピンホールを目視で検出し、マーキングをした。そして、当該マーキン
グをしたピンホールについて光学顕微鏡で観察を行い、１０μｍ径以上のピンホールを数
え、両側でそれぞれ４００個未満の場合を〇、片側のみが４００個以上である場合を△、
両側でそれぞれ４００個以上の場合を×とした。
【０１２６】
＜Ｍ－ＳＡＰ工法での微細配線形成性＞
　各実施例、比較例のキャリア付銅箔（実施例１、比較例１では、樹脂層を形成したサン
プルを選定）について、２０ｃｍ角サイズの樹脂基材（三菱ガス化学社ＧＨＰＬ－８３０
ＭＢＴ）を準備し、樹脂基材をキャリア付銅箔の両表面に接触させて積層プレスした。積
層プレスの温度、圧力、時間は、基材メーカーの推奨条件を用いた。
　次に、樹脂基材上のキャリア付銅箔について、キャリアを剥がした後、銅層を下記のエ
ッチング条件にて全面エッチングで除去した。
　（エッチング条件）エッチング液：塩化第二銅溶液、ＨＣｌ濃度：３．５ｍｏｌ/Ｌ、
温度：５０℃、比重１．２６となるようにＣｕＣｌ2濃度調節
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　各実施例、比較例の、各樹脂基材の両エッチング側表面に、それぞれ電解銅メッキ、電
解銅メッキを施して銅層厚を５μｍとしたメッキ銅付き積層板について、両側のメッキ銅
をエッチングにより加工し、Ｌ（ライン）／Ｓ（スペース）＝３０μｍ／３０μｍ、２５
μｍ／２５μｍ、２０μｍ／２０μｍ、１５μｍ／１５μｍ、及び、１２．５μｍ／１２
．５μｍの回路を形成した。このとき、樹脂基板上に形成された微細配線を目視で観察し
、回路の剥離、回路間のショート（回路間の銅異常析出）、回路の欠けが、それぞれ両側
に無いものを〇、片側のみに無いものを△、両側にあるものを×とした。
【０１２７】
＜埋め込み回路用銅パターン形成性＞
　実施例１、比較例１については、樹脂層を形成しないサンプルを選定し、両方の銅層表
面に以下のフローにて前処理（粗化処理）を行った。前処理には、ＡＴＯＴＥＫ社製のボ
ンドフィルム処理液を適用した。
　・前処理フロー：ソフトエッチ（ソフトクリーンＳ１６８使用、４０℃、１０秒）→水
洗（純水使用、常温６０秒）→アルカリクリーナー処理（ボンドフィルムクリーナー使用
、５０℃、６０秒）→水洗（純水使用、常温６０秒）→アクチベーター処理（ボンドフィ
ルムアクチベーター使用、３５℃、３０秒）→ボンドフィルム処理（ボンドフィルムパー
トＡプラス使用、３５℃、６０秒）→水洗（純水使用、常温６０秒）。
【０１２８】
　実施例２～８、比較例２～５については、既に粗化処理が施されている。従って、両方
の銅層表面に形成されたバリヤー層、防錆層、シランカップリング層を除去するため、１
０重量％希硫酸にて６０秒間洗浄を行った。
【０１２９】
　その後、全ての実施例、比較例について、次のフローにて銅パターン形成を行い、銅パ
ターンの脱落の有無を確認することにより、銅パターン形成性を評価した。
　両面の銅層表面上に、ＤＦ（ドライフィルム、日立化成社製、商品名ＲＹ－3625）をラ
ミネート塗布した。１５ｍＪ／ｃｍ2の条件で露光し、現像液（炭酸ナトリウム）を用い
て３８℃で1分間液噴射揺動し、ラインアンドスペース（Ｌ／Ｓ）＝２０μｍ／２０μｍ
、１２μｍ／１２μｍ、７．５μｍ／７．５μｍでレジストパターンを形成した。次いで
、硫酸銅めっき（荏原ユージライト製CUBRITE21）を用いて７．５μｍめっきＵＰしたの
ち、剥離液（水酸化ナトリウム）でＤＦを剥離して、銅層表面に、一つ当たり５５ｍｍ×
５５ｍｍの大きさの領域毎に、ラインアンドスペース（Ｌ／Ｓ）＝２０μｍ／２０μｍ、
１２／１２μｍ、７．５μｍ／７．５μｍの銅パターン形成を行った。前述の５５ｍｍ×
５５ｍｍの大きさの領域に従って各々サンプルを１０個切り出した。得られたサンプルに
ついてＡＯＩ検査を行い、銅パターンの脱落の有無を確認した。銅パターンの脱落がない
ものを〇、銅パターンの脱落が片面のみ発生したものを△、銅パターンの脱落が両面で発
生したものを×とした。
　上記試験条件及び結果を表１～２に示す。
【０１３０】
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【表１】

【０１３１】
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